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Si-npn-Leistungsschelttransistor fiir Schaltnetzteile an

niedrigen Versorgunggspannungen

‘MalBe in mm und ;ﬁ;nschluﬁbelegung' _
Kollektor am Gehduse
Miasse etwa 22 g
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ﬁrenzwerte, giiltig fur den Betnebstemperatu-rberetch

160V

Kof!ekfor-BaSis Spannung

EE = 0 .

Kollektor- Emitter- Spannung Uceo 126V
g =10

Kollektorstrom. fe 20 A
Kollektorspitzenstrom ' fom . 25 A,
Basisspitzenstrom ; fom ' 90A -
Gesamiverlustieistung Pt - - 1BOW
tc=25°C - - i L.
Sperrschichttemperatur . £ - 200°C
Betriebstemperatur -~ Sy t; T125°€
Kennwerte (t; = 25°C ~ 5 K)

4 ) “min. max_.‘
Kollektor-Emitter-Reststrom feex . 1.0 mA
UCEZTGOV UBE:_EV . . :
KGHekter—Emnt‘ter Durchbruchspannung Uer)ceo - 125V

c = 100 mA o )

E:mitter Basis- Durchbruchspannung Usrjeso 76V

lg =10 mA ' : - : g

Kofiektor Emltter Sattigungsspannung _ Ucgeat = : ; 15V
lc=15AIg=15A . '
Basis-Emitter-Sattigungsspannung \ Ugesar D . 20V
le=15A, 15 = 1.6 A ' f-.
Abfa!!zert des Kollektorstromes i : ' , ' 0,7 us

le=15A13=15Al;=30A

Anderungen vorbehalten!

Die vorliegenden Dstenblatier dienen
ausschiigBlich der Information!

Es kionnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten - oder Produkticnsverbind-
: lichkeiten abgeleitat werden

2 ; Anderungen im Sinne des. techni-
schen Fortschritis sind vorbahalten.
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